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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月7日(2013.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
［構成］
　図１（Ａ）は、本発明による一実施の形態に係る半導体レーザアレイ１の上面構成の一
例を表したものである。図１（Ｂ）は、図１（Ａ）の半導体レーザアレイ１のＡ－Ａ矢視
方向の断面構成の一例を表したものである。半導体レーザアレイ１は、例えば、図１（Ａ
），（Ｂ）に示したように、半導体基板１０の上面に、複数のレーザ構造部２０と、１つ
の温度検出部３０とを備えたものである。各レーザ構造部２０は、半導体基板１０の法線
方向に光を射出する面発光型の半導体レーザである。一方、温度検出部３０は、光を外部
に射出することのない面発光型の半導体レーザである。各レーザ構造部２０および温度検
出部３０は、引出配線３２を介してパッド電極３１と電気的に接続されている。なお、半
導体発光装置が本発明の「半導体レーザアレイ１」の一具体例に相当する。また、レーザ
構造部２０が本発明の「半導体発光部」の一具体例に相当し、温度検出部３０が本発明の
「半導体温度検出部」の一具体例に相当する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、レーザ構造部２０および温度検出部３０は、例えば、上部ＤＢＲ層２５の一部に
電流狭窄層２５Ａを備えている。さらに、下部ＤＢＲ層２１の上部、下部スペーサ層２２
、活性層２３、上部スペーサ層２４、上部ＤＢＲ層２５およびコンタクト層２６が、柱状
となっている。コンタクト層２６は、例えば、図３、図４に示したように、上部ＤＢＲ層
２５の上面のうち外縁部分にだけ形成されている。なお、コンタクト層２６が、上部ＤＢ
Ｒ層２５の上面全体に形成されていてもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１９】
　下部スペーサ層２２は、例えばアンドープＡｌＧａＡｓからなる。活性層２３は、例え
ばアンドープＧａＡｓ系材料からなる。この活性層２３では、後述の電流注入領域２５Ｂ
と対向する領域が発光領域となる。上部スペーサ層２４は、例えばアンドープＡｌＧａＡ
ｓからなる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
上部ＤＢＲ層２５は、図示しないが、低屈折率層および高屈折率層を交互に積層して構成
されたものである。ここで、低屈折率層は例えば光学厚さがλ／４のｐ型Ａｌx3Ｇａ1-x3

Ａｓからなり、高屈折率層は例えば光学厚さがλ／４のｐ型Ａｌx4Ｇａ1-x4Ａｓ（ｘ３＞
ｘ４）からなる。コンタクト層２６は、例えばｐ型ＧａＡｓにより構成されている。なお
、ｐ型不純物としては、亜鉛（Ｚｎ）、マグネシウム（Ｍｇ）、ベリリウム（Ｂｅ）など
が挙げられる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　電流狭窄層２５Ａは、その外縁領域に電流狭窄領域２５Ｃを有し、その中央領域に電流
注入領域２５Ｂを有している。電流注入領域２５Ｂは、例えばｐ型ＡｌＧａＡｓまたはｐ
型ＡｌＡｓからなる。電流狭窄領域２５Ｃは、Ａｌ2Ｏ3（酸化アルミニウム）を含んで構
成され、製造過程において、側面からＡｌＧａＡｓまたはＡｌＡｓに含まれる高濃度のＡ
ｌを酸化することにより得られるものである。従って、電流狭窄層２５Ａは電流を狭窄す
る機能を有している。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、レーザ構造部２０および温度検出部３０において、コンタクト層２６の上面に、
上記の電流注入領域２５Ｂに対応する領域に開口を有する環状の上部電極２７が形成され
ている。上部電極２７は、引出配線３２に接続されている。また、半導体基板１０の裏面
には下部電極２８が形成されている。下部電極２８は、各レーザ構造部２０および温度検
出部３０の共通電極として機能する。さらに、レーザ構造部２０および温度検出部３０の
表面（側面および上面）には絶縁層２９が形成されている。絶縁層２９は、レーザ構造部
２０および温度検出部３０の柱状部分の側面および上面を覆うように形成されている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　１…半導体レーザアレイ、１０…基板、２０…レーザ構造部、２１…下部ＤＢＲ層、２
２…下部スペーサ層、２３…活性層、２４…上部スペーサ層、２５…上部ＤＢＲ層、２５
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Ａ…電流狭窄層、２５Ｂ…電流注入領域、２５Ｃ…電流狭窄領域、２６…コンタクト層、
２７…上部電極、２８…下部電極、２９…絶縁層、３０…温度検出部、３１…パッド電極
、３２…引出電極、４０…低反射率層、４１…位相調整層、４２…高反射率領域、４３…
低反射率領域、４４…金属層、５０…増幅部、６０…オフセット調整部。
【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図３】

【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図７】
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